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Название топологии интегральной микросхемы:
Монолитная интегральная схема SiGe BiCMOS сверхширокополосного малошумящего усилителя
диапазона частот 1-4,5 ГГц

Реферат:
ИМС представляет собой SiGe монолитную интегральную схему, выполненную на основе 0,25
мкм SiGe BiCMOS технологии. Функционально ИМС является двухкаскадным малошумящим
усилителем с полосой рабочих частот 1-4,5 ГГц. Усилительный каскад содержит цепи
последовательной и параллельной обратной связи, которые позволяют сблизить условия
согласования по шуму и сигналу, повысить устойчивость каскада и провести выравнивания
коэффициента усиления. ИМС предназначена для использования в составе приемопередающих
СВЧ модулей. Технические характеристики: полоса частот 1-4,5 ГГц, коэффициент усиления
15±0,7 дБ, модули входного и выходного коэффициентов отражения -8дБ и -13 дБ, коэффициент
шума 5,7 дБ, выходная мощность составляет -1,3 дБм при сжатии коэффициента усиления на 1
дБ. Ток потребления 30 мА при напряжении питания +5 В. Размеры кристалла 1x0,5 мм2 .
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